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１．概要（Summary） 

高耐圧・高電流密度を有するノーマリオフ動作（オフ状

態で電流が流れない）の C-H ダイヤモンド MOSFET の

作製を行い、その特性評価を行うことになっている。この

MOSFET を作製する際、2 次元正孔ガスをチャネルに

利用するが、そこでは、何らかの絶縁膜および保護膜も

形成したい。 

相談した結果、Al2O3 を保護膜として形成することが適

当であることが分かった。また、その際には ALD 装置を

用いることが適する。但し、酸化剤に H2O のみを用いた

場合、2MV/cm 程度の低い電界強度に対しても Al2O3

膜中をリーク電流が流れる一方、酸化剤に O3 を用いた

Al2O3 を積層した場合、高い絶縁性が得られることがデー

タとして残っている。このことを参考に、今後、C-H ダイヤ

モンド MOSFET の作製を行う。 

 

２．実験（Experimental） 
 
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
 

４．その他・特記事項（Others） 
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